6S 122

Langsamer Germanium-pnp-Schalttransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11811 mit
hcher Basis-Emitter-Spannungsfestigkeit, geeignet fir den Einsatz in Rechenmaschinen.
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Masse ca. 0,8 g
Wdarmewiderstand Rinja = 0,38 grd/mW
Wérmewiderstand Rinje = 0,05 grd/mW
Grenzwerte; giiltig flir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung ~Ucgo = 30V
Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucer = 20 V)
RBE = 1 kQ
Emitter-Basis-Spannung ~Usso = 10V
Kollektorstrom -le = 100 mA
tar = 20 ms ~
Kollektorspitzenstrom -le = 150 mA
Emitterstrom le = 100 mA

?j = -}-80°C

Sperrschichttemperatur

Betriebstemperaturbereich —25°C bis -}65°C
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Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -lceo 15 uA
-Ucs = 15V
'L?a = 25 oC
Kollektor-Basis-Reststrom -lego 80 uA
~Ucs = 15V
Pa = 45°C
Kollektor-Basis-Reststrom -lego 800 uA &
=Uece = 15V g
®. = 75°C i
KoHektor—Emitter-Restsponnung -Ucerest 0,5V E
-Ues =0 ES
-le = 100 mA E2
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis ha1g 28 56 B
~Uce = 0,5V 45 90 C
-lc = 100 mA 71 140 D

112 224 E
Dyramische Kennwerte
Rauschfaktor F - 25dB
~Ues = 1V
-|c = 1 mA
f = 1 kHz
VAN | = 1 kHz
Ry = 500 2
Ausschaltzeit ts 12 us 26 pus
-Uce = 12V
-le = 10 mA
Is2 = 0

Siehe MeBschaltung

Bemerkung:

Esim Umschalten des Transistors aus dem ,Ein“-Zustand (max. Verlustleistung,
-le. = 150 mA) in den Sperrzustand (-Ucegr = 20V, Re: = 1 k£) darf die
Widerstandsgerade zwischen den beiden Schaltzusténden nicht die Sperrkennlinie des
Transistors im negativen Widerstandsbereich schneiden.

Transistor GS 122

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
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GS 122 GS 121...6S 122
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Folgefrequenz 3,5 kHz i P o ~t o~ o ©
et S < ] () ()
Tastverhdalitnis 1:1 - Q-
Generatorwiderstand 300 Q
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GS 121...68 122

electonic
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